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The invention relates to a configuration for a
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(57) Abstract: The invention relates to a configuration for a junction between a microstrip line and a waveguide, comprising: a
microstrip line (ML), which is placed on the top side of a dielectric substrate (S); a waveguide, which is placed on the top side of the
substrate (S) and which has an opening (OB) on at least one face and on a step-like structure (ST) provided on a lateral wall in the
vicinity of the opening (OB) while, in at least one part (ST1), being conductively connected to the microstrip line (ML), whereby a
lateral wall of the waveguide is a metallized layer (L.S) provided on the substrate (S); a recess (A), which is made in the metallized
& layer (LS) and into which the microstrip line (ML) protrudes; a rear side metallization (RM) provided on the rear side of the substrate
(8), and; electrically conductive through connections (VH) between the metallized layer (I.S) on the top side of the substrate (S) and

the rear side metallization (RM) that surround the recess (A).

[Fortsetzung auf der nichsten Seite]



on the substrate (S); a recess (A), which is made in
the netallized layer (LS) and into V\hlchthe
mcrostrip line (M) protrudes; a rear
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connections (VH) between the netallized | ayer (LS) on
the top side of the substrate (S) and the rear side
nmetal lization (RM that surround the recess (A).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anordnung fiir einen Ubergang zwischen einer Mikrostreifenleitung und einem
Hohlleiter, umfassend eine auf der Oberseite eines dielektrischen Substrats (S) aufgebrachte Mikrostreifenleitung (ML), einen auf der
Oberseite des Substrats (S) aufgebrachten Hohlleiter mit einer Offnung (OB) an mindestens einer Stirnfléiche und einer im Bereich
der Offnung (OB) an einer Seitenwand ausgefiihrten stufenférmigen Struktur (ST), welche in mindestens einem Teil (ST1) mit der
Mikrostreifenleitung (ML) leitend verbunden ist und wobei eine Seitenwand des Hohlleiters eine auf dem Substrat (S) ausgefiihrte
metallisierte Schicht (L.S) ist, eine in der metallisierten Schicht (I.S) ausgefiihrte Aussparung (A), in die die Mikrostreifenleitung
(ML) hineinragt, eine auf der Riickseite des Substrats (S) ausgefiihrte Riickseitenmetallisierung (RM), elektrisch leitende Durchkon-
taktierungen (VH) zwischen der metallisierten Schicht (1.S) auf der Oberseite des Substrats (S) und der Riickseitenmetallisierung
(RM), welche die Aussparung (A) umgeben.



